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Die Erfindung betrrffi eine Frn-Leitung fur die Mikrowel- 
lentecfinik. Bn eiektrisch isolierendes Substrat 1 trfigt bei- 
derseits Lefterstnjkturen 2, T. Das Substrat befindet sich ki 
eineni HohUeiter, wobef die Langsrander dee Substrates in 
Lflngsnuten hinelnragen, welche sich an den Innenwanden 5, 
6desHohlleitersbeftnderv 

Der Erfindung Degt die Aufgebe zugrunde, sine Rn-Leitung 
enzugeben, bei wetaher enge Tolerenzgrenzen der Werte 
ihref: elektrischen Bgenschaften mft Sfcherheft fange Zeit 
eingehafeen werden. 

Diesc Aufgebe wfrd unteranderem dadurch gelost, daS der 
Hohfleiter aus zvirei Teiihohlieiter 3. 4 gebitdet 1st end das 
Substrat 1 in die Lflngsnuten et ngeklemmt Est im Bereich der 
Lflngsnuten bestehen metaliische Verbindungen zwtschen 
den belden Leherstrukturen 2, T in Form von durchmetelli- 
sierten Ldchern 1 2 (Figur 1 ). • 
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1. Fin-Leitung fOr die Mikrowellentechnik mlt fol- 
genden Merkmalen: 

a) Ein elektrisch isoiierendes Substrat (t, 
Fig. 1) tragt beiderseits metallische Leiter- 
strukturen (2, 2") die sich bis zu den Langsran- 
dern des Substrats (II) erstreckeiL 

b) Das Substrat (t) befindet sich in einem 
Hohlleiter (3, 4). 

c) Der Hohlleiter (3, 4) weist an zwei gegen- 
uberiiegenden Innenw&nden (5,6) je eine 
Langsnut (7, 8* F5g. 3) auf, in die je ein Langs- 
rand des Substrats (H) hineinragt (Mg. 4). 

d) Der Hohlleiter (3, 4,.Mg.2) ist durch Tei- 
lungsfugen (9, AO) in einen ersten (3) und einen 
zweiten (4) Teilhohlleiter geteih. 

e) Die Teilungsfugen (9, ftO) gehen vom Grand 
(1111, F5g. 3) der betr. Langsnut (7 bzw. 8) aus. 

f) Die beiderseitigen Leiterstrukturen (2, 2*) 
sind im Bereich der Langsnuten (7, Q) metal- 
lisch miteinander verbunden (113, FSg. 5 bzw. 
U5,IF5g.7) 

g) Das Substrat (/) besteht aus einem plasti- 
schen oder eiastischen Werkstoff. 

h) Die Breite der Nuten (£, F5g. 3 bzw. 6) und 
die Dicke des Substrates (s; Hg. 5) einschliefl- 
lich der Leiterstrukturen (2, 2') sind so bemes- 
sen, da0 bei zusammengedruckten Tetlhohllei- 
tern (3, 4) die metallischen Verbindungen (113, 
115) der beiderseitigen Leiterstrukturen (2, 20 
auf Druck beansprucht und elasthch verformt 
sind. 

Den Oberbegriff bilden die Merkmale a, b, c und g. 
Die Gbrigen Merkmale bilden den kennzetchnen- 
denTeil 

2. Fin-Leitung nach Anspruch I, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die metallischen Verbindungen zwi- 
schen den beiderseitigen Leiterstrukturen (2*20 als 
Reihen von durchmetallisierten Ldchern (112, S3, 
Hg. 5) ausgefQhrt sind. 

3. Fin-Leitung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet dafi die metallische Verbindung zwischen 
den beiderseitigen Leiterstrukturen (2; 2*) als Rand- 
metallisierung (115, 7) ausgefQhrt ist. 

4. Fin-Leitung nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, dafi sum Zusam- 
mendrGcken der beiden Teilhohlleiter (3, 4) eine 
Idsbare Verbindung, vorzugsweise eine Schraub- 
verbindung, vorgesehen ist 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Fin-Leitung fOr die Mikro- 
wellentechnik gem&B dem Oberbegriff des Patentan- 
spruchs 1. 

Solche Fin-Leitungen sind in der deutschen Zeit- 
schrif t Trequenz" Bd. 35 (t981) 5, S. 1 18 - 1 23, beschrie- 
bea Ein elektrisch isoiierendes Substrat trSgt beidersei- 
tig metallische Leiterstrukturen, die sich bis zu den 
Lfingsrandern des Substrats erstrecken. Das Substrat 
befindet sich in einem Hohlleiter, wobei die Langsran- 
der in Langsnuten hineinragen, welche sich an den In- 
nenwanden des Hohlleiters befinden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grande, eine Fin- 
Leitung der obigen Art anzugeben, bei welcher enge. 



vorgegebene Toleranzgrenzen der Werte ihrer elektri- 
schen Eigenschaften mit Sicherheit lange Zeit eingehal- 
ten werden. 

Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden 
5 Merkmale des Patentarospruches 1 gelost Die Unteran- 
sprOche Iehren vorteilhaf te Weiterbildungen. 

Die Erfindung wird an Hand von in deh Hg. 1 bis 7 
dargestellten AusfQhrungsbeispielen beschrieben, wo- 
bei die Mg. 1 bis 5 ein AusfOhrungsbeispiel zum Patent- 
10 anspruch 2 betreffere. 

In der Mg. 1 ist ein Ende der erfindungsgem§Ben 
Fin-Leitung dargestelflt Es bedeuten: 
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U ein isoiierendes Substrat, 

2 und 2' metallische Leiterstrukturen, 

3 ein erster Teilhohlleiter, 

4 ein zweiter Teilhohlleiter, 

5 und 6 Innenwande 

t2 durchmetallnsierte Locher. 



Die beiden Teilhohlleiter 3, 4 sind aufgeschnitten ge- 
zeichnet, urn die Lage des isoHerenden Substrates t mit 
seinen beiderseitigem Leiterstrukturen 2 und T in dem 
aus den beiden Teilhohlleitern 3, 4 gebildeten Hohlleiter 
25 zuzeigen. 

Die F5g. 2 unterscheidet sich von der Fig. 1 dadurch, 
daB die Teilhohlleiter 3, 4 nicht aufgeschnitten darge- 
stellt ist. Es sind die Teilungsfugen 9 und HO zu erkennen, 
die durch das elektrisch dichte ZusammenfOgen der 

30 Teilhohlleiter gebildet werden. 

Das Substrat i wird im Hohlleiter dadurch gehalten, 
daB der Hohlleiter an seinen zwei gegenuberliegenden 
Innenwanden 5» 6 je eine Langsnut aufweist, in die je ein 
Langsrand des Substrates H hineinragt An Hand der 

35 Fig. 3 wird die Bildung der Langsnuten 7 und S gezeigt 
Es ist ein Querschnitt des Hohlleiters gezeicbnet Mit 3 
und 4 sind wieder die Teilhohlleiter bezeichnet und mit 5 
und & die Innenwande. Der erste Teilhohlleiter 3 weist 
nicht bezeichnete Aoisfrasungen in einer solchen Form 

40 auf, daB beim Zusanumenfugen der beiden Teilhohlleiter 
3 und 4 die Langsnuten 7 und 8 ehtstehen. Mit 1 1 ist der 
Grand der jeweiligen Langsnut bezeichnet, und von die- 
sem Grund gent die jeweilige Teilungsffuge S> bzw. HO 
aus. Mit b ist die Breitte der Langsnut bezeichnet 

45 Die IFBg. 4 untersclheidet sich yon der Mg. 3 dadurch, 
daB zus&tzlich das Substrat t mit den Leiterstrukturen 2 
und 2* eingezeichneti ist. Diese Figur zeigt also einen 
Schnitt durch die erfsndraigsgem&Be Fin-Leitung, wobei 
auch zwei durchmetalHsierte Ldcher H2 geschmtten 

so sind. Mit a ist der Abstand von der Innenwand 5 bis zur 
Mitte eines durchmetallisierten Loches bezeichnet 

In der E%. 5 ist das Substrat H mit den Leiterstruktu- 
ren 2 und. 2'. und den durchmetallisierten Lochern t2 
ausfQhrlich dargestelQt Mit H3 ist die Durchmetallisie- 

55 rung eines Leches bezeichnet Mit ^dieser Durchmetalli- 
sierung wird eine metallische Verbindung der beidersei- 
tigen Leiterstrukturen 2 und 2' bewirkt 

FOr das Substrat H wird ein plastisoher oder elasti- 
scher Werkstoff verwendet Bevorzugt wird Polytetra- 

60 flourathylen, bekannt auch unter der Bezeichnung *Te- 
f1on w , wegen seiner im Mikrowellengebiet gunstigen 
elektrischen Eigenschaften, z. B. niedrige Dielektrizi- 
t&tskonstante, kleiner Yerlustfaktor. Es kann zusttzBch 
eine Glasfaserverstarkung vorgesehen sein. Durch die 

65 Verwendung eines plastischen bzw. elastischen Werk- 
stoffes wird der Vorteil der leichten Bearbeitbarkeit und 
dergeringen Bruchgefahrerreicht 

Die durchmetallisierten Locher 112 sind in zwei Rci- 
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hen angeordnet, wobei sich je eine Reihe im Bereich 
einer der LSngsnuten 7 bzw. 8 erstreckt, siehe auch 
Fig. 3 und 4. Es kdnnen je Langsnute auch mehrere 
Reihen von durchmetaJltsierten Ldchern vorgesehen 
sein. Es bedeuten ferner: 



d Durchmesser desnoch unmetallisierten Loches 
h Dicke des Substrates i 
c Dicke der Durchmetallisierung 
s Dicke des Substrates H einschlieBlich der Letter 
strukturen 2 und 2' 
■ t Lochteilung 

Es gilt folgende Bemessung: 

. 0,1 mm ^ h £ 1J5 mm 
3|im^cg 200 uin 
_2 c & d£ 3 mm 
d£t ^{Omm 
O^ag 3</(sieheIF%.4) 

Es kdnnen folgende Sonderf alle auftreten: 

a) 2c « d: ; 

Dies bedeutet, daB das Loch ganz mit Metafl ausge- 
fttlltist 



b) d~t: 

In diesem Fall beruhren sich die noch unmetallisier- 
ten L5cher. 

c) a « 0: 

- Das Loch ragt nur zur Halfte in die Langsnut hin- 

■' \ em. 

W • • . 

Die Leiterstrukturen 2 und 2* und die Durchmetalli- 
sierung 113 sind zwecks deutlicher Darstellung ubertrie- 
ben dick dargestellt Die Dicke der Leiterstrukturen be- 
trfigt 3 um bis 200 urn Die Leiterstrukturen 2 und 2? und 
die Durchmetaltisierung 13 sind gleich dick gezeichnet 
Es kdnnen aber auch unterschiedliche Dicken gewahlt 
werdesL Der in einer Langsnut 7 bzw. Q gelegene Teil 
der Leiterstruktur 2 kann dicker sem als der aiiBerhalb, 
einer Lfingsnute geiegene TeiL : . - • 

Die Leiterstrukturen we&eii durch Atzeh ernes me- 
ta ll kasch t e r ten Substrates cder/und galvahischen Ab- 
schesden von Metal! hergestelii 'Die Durchmetallisie- 
rung der Locher geschieht ebenMs durch gah/anlsches 
Abscheiden von Metall Als Mei^l konimi vorwiegend^ 
ECupfer mit oiler ohne Edelmetallauflage In Frage. 

Die metaBische Verbindung zwiscfoen den beiden Lei- 
terstrukturen kann auch dadurch hergesteilt ^erden, in- 
dem Metal&stifte oder Rohrabschnitte In das Substrat 
eingetrieben wend en. / 

Die ECiirvenforra der Kontur M nchtet sich nach dem 
Veroendungszweck der Fnt-Lekung. Hier 1st erne Kur- 
venform etogezeichnet die leirie WeHehwiderstands- 
transformation bewirkt \ 

Wie in der Mg« 4 zu erkennen ist, erstreckt sich nur 
auf einer Seite des Substrates fl die Leiterstruktur 2 a us 
dem Bereich der Langshuten 7 bzw. Q (siehe 3) in* 
den Innenraum des Hohlleiters hineia Die Leiterstruk- 
tur T auf der anderen Seite ist auf den Bereich innerhalb* 
der Lfingsnuten beschr&nkt Es ist aber auch mdglich, 
daB sich die Leiterstrukturen auf beiden Seiten bis in 



den Hohlleiterinnenraum erstrecken* wobei die jeweili- 
gen Kurvenformen 14 (siehe Fig. 5) der Konturen gleich 
oder unterschiedlich sein kdnnea 

Es sind in den Rg. 1 bis 4 nicht" dargesteilte Mittel 
5 vorgesehen, mit denen die zwei Teilhohlleiter 3 und 4 an 
den Teilungsfugen 9 und 10 fest zusammengedrQckt 
werden, wobei die so entstandenen LSngsnuten 7 und 8 
die Breite b (siehe Hg» 3) aufweisen. Die Breite b ist 
kleiner bemessen als die Dicke s des Substrates ein- 
10 schlieBIich der Leiterstrukturen 2 und 2 / . Beim Zusam- 
mendrQcken der Teilhohlleiter 3 und 4 bis zu ihrer Be- 
rOhrung in den Teilungsfugen 9 und 30 wird das Substrat 
1 in den Lfingsnuten 7 und 8 eingeklemnit, wobei es sich 
plastisch verformt Dabei wird die Durchmetallisierung 
is 13 auf Druck beansprucht und elastisch verformt Die 
Breite b und die Dicke $ sind so aufeinander abgestimmt, 
daB diese Druckbelastung unterhalb der Elastizitfits- 
grenze liegt Die Teilhohlleiter 3 und 4 sind so stabil 
ausgeffihrt, daB sie dabei nur in einem vernachtassigba- 
20 rem Mafi verformt werden. So werden an vorbestimm- 
ten Ortea nSmlich an denen der Durchmetallisierungen, 
sichere und zeitlich konstante elektrische Verbindungen 
mit geringen Obergangswiderstanden zwischen den 
TeilhphJieitern 3 bzw. 4 und den Leiterstrukturen 2 bzw. 
25 2' gebildet Dadurch wird die geforderte Einhaltung en- 
ger Toleranzen fur die Werte der elektrischen Eigen- 
schaften erreicht 5 

Die Anweridung von durchmetallisierten Lochern hat 
den Vorteil, daB fQr Wandstrdme vom ersten zum zwei- 
30 ten TeilhohUeiter 3 bzw. 4 ein kurzer Weg durch die 
Locher gegeben ist, so daB en tsprechend geringe Verlu- - 
ste auftreten. Das gleiche gilt fttr Strome, die von der 
Leiterstruktur auf der einen Seite zu der auf der ande- 
ren Seite flieBen. 
35 Die 3F3g. 6 zeigt eine andere Mdgiichkeit, die Langs- 
nuten 7 und 8 zu bHdea Beide Teilhohlleiter 3 und 4 sind 
mit Ausfrasungen versehen. Es ist der Sonderfall darge- 
stellt, daB die Ausfrasungen gleich sind, so daB die Tei- 
lungsfugen 9 arid 10 yon den Mitten der jeweiligen 
40 LSngsnuten 7 bzw. 8 ausgehen. Jedoch k6nnen die Aus- 
frasungen auch ungleich ausgefQhrt seia 

In der Fog. 7 ist eine andere AusfQhrung des Substra- 
tes t mit den Leiterstrukturen 2 und 2' dargestellt. An- 
stelle durchnietallisierter Ldcher ist gem&B Anspruch 3 
45 eine Randmetallisierung 13 zur metallischen Verbin- 
dung der beidersettigen Leiterstrukturen 2 und T vor- 
gesehea v _ - 

Es kdnnen ferner durchmetallisierte Ldcher (wie in 
der Mq> 5 dargestellt) zusammen mit einer Randmetalli- 
50 sierung gemSB der m& 7 vorgesehen seia 

Gem&B dem Anspruch 4 sind die Mittel zum Zusam- 
mendrficken der beiden. Teilhohlleiter als lOsbare Ver- 
bindung, vorzugsweise als Schraubverbindung ausge- 
fQhrt Dazu sind Schrauben sowie in den Teilhohlleitern 
55 3 und 4 Durchgangs- und Gewindeldcher vorgesehea 
Ferner sind PaBstifte vorgesehea urn die Teilhohlleiter 
3 und 4 gegeneinander festzulegea 

Dadurch, daB die" elektrische Verbindung nur durch 
Druck des jeweiligen Teilhohlleiters auf die betreffende 
60 Leiterstruktur hergesteilt wird und die beiden Teilhohl- 
leiter durch eine Idsbare Verbindung zusammen ge- 
drQckt werden, wird ein leichtes Zusammenbauen und 
ein leichtes Ausein&ndernehmen und damit ein leichtes 
Auswechseln des Substrates sowie von evtl auf dem 
65 Substrat angeordneten elektrischen Bauteilen, z. B. Di- 
oden, erreicht 



o 



o 




- » . » 



Nummer: 
Int. CI. 4 : 
* Anmeldetag: 
Offenlegungstag: 



3629745 



3629 745 
HQ1 P 3/12 
1. September 1986 
3. Marz 1988 



4 




■12 



708 869/393 




i 



o 



o 



6 /? 



3629745 




This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 



Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 



14 LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 



IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



BEST AVAILABLE IMAGES 




COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 




GRAY SCALE DOCUMENTS 



